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使用ソフト：MemsONE v1.0

石英角ウエハ上に窒化膜を成膜

窒化膜厚設定：100/50/20/10um



石英の材質パラメータ石英の材質パラメータ



窒化膜の材質パラメータ窒化膜の材質パラメータ



固定拘束条件固定拘束条件

石英板底面の全面を固定



温度条件温度条件

成膜温度で無応力

成膜温度より800℃低い温度での応力をシミュレーションする



結果：窒化膜結果：窒化膜100um100um



結果：窒化膜結果：窒化膜50um50um



結果：窒化膜結果：窒化膜20um20um



結果：窒化膜結果：窒化膜10um10um
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MemsONEによる応力シミュレーション結果
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